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Abstract of DE1 9723202 

A method of producing a crack resistant 
semiconductor component involves (a) placing a 
semiconductor chip (23) on a lead frame 
substrate (21); (b) electrically connecting the chip 
(23) and the inner leads (25) of the lead frame; 
(c) forming a coating film (26) on the chip (23) 
and lead (25) surfaces; and (d) enclosing the chip 
(23), the leads (25) and the coating film (26) in an 
encapsulation (29). Also claimed are: (i) a crack 
resistant semiconductor component comprising a 
chip (23) electrically connected to leads (25) by 
conductive wires (24), a coating film (26) formed 
on the chip and lead surfaces and a moulded 
resin (29) for encapsulating the chip, wires and 
coating film, where the coating film (26) consists 
of a polyimide type material, an epoxy type 
material or a Teflon' (RTM) type material; and (ii) 
equipment for producing a crack resistant 
semiconductor component. 
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© Die Erfindung betrifft ein ri&festes Halbleiterbauteil sowie 
ein Herstellungsverf ahren und ein Herstellungsgerat hierfur, 
welche in der Lage aind. die Zwischenflachenisolation und 
Risse durch Beschichten eines in einem Halblerterbautell 
angeordneten TVpa (23) einer Unterlage (21) eines Laiterrah- 
men8, von Bonddrahten (24) und einer Bondpaste mittels 
eines poiyimidartigen Materials zu verhindern, wobei das 
Beschichtungsmaterial a!s ein Puffergiled wirkt und die 
foigenden Schritte vorgesehen sind: Anbringen eines Haib- 
leiterchips (23) auf einer Unterlage (21), elektrischea Verbin- 
den dea Haibleiterchips (23) und von Leitern (25), Ausbilden 
eines Beschichtungsfiimes (26) auf den Oberfi§chen des 
Haibleiterchips (23) und der Leiter (25). und Einformen des 
Haibleiterchips (23), der Leiter (25) und des Beschichtungs- 
fiimes (26). 
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Beschreibung flache begrenzt, bei der der Bereich, in welchem die 

Zwischenflachenisoladon/RiBbildung verhindert wird, 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Halb- auf dem Halbleiterchip beschichtet ist, so daB die Wir- 

leiterbauteUzumVerhindemvonRissendarinsowieauf kungen minimiert sind. Zusatzlich muB, nachdem der 
ein Hemellungsverfahren und ein Herstellungsgerat 5 RuckschleifprozeB in einem Scheibenzustand durchge- 

hierfur und insbesondere auf ein verbessertes Halblei- fuhrt ist, der BeschichtungsprozeB auBerdem vorge- 

terbauteil, urn Risse oder Sprflnge darin zu verhindern, nommen werden, was einen komplizierteren Herstel- 

sowie auf ein Herstellungsverfahren und ein Herstel- lungsprozeB bedingt 

lungsgerat hierfur, die in der Lagc sind, eine Zwischea- Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
flachen-Abblatterung und RiBbildung zu verhindern, in- 10 Halbleiterbauteil, das einer RiBbildung widersteht, so- 

dem ein BeschichtungsprozeB raittels einer Beschich- wie ein Herstellungsverfahren und ein Herstellungsge- 

tungsflussigkeit, die aus einem polyimidartigen Material rat hierfur zu schaffen, die die bei dem herkommlichen 

hergestellt ist, nach einem Spritzbond- und/oder Draht- Halbleiterbauteil und dem herkommlichen Herstel- 

bondprozeB verwendet wird. lungsgerat auftretenden Probleme uberwinden; auBer- 

Unter verschiedenen Halbleiterbauteilen umfaBt ein 15 dem sollen ein verbessertes Halbleiterbauteil, das einer 

gemeinsamer Typ eines Halbleiterbauteiles der in Fig. 1 RiBbildung widersteht, sowie ein Herstellungsverfahren 

gezeigten Art einen Halbleiterchip 1, der auf einer Un- und ein Herstellungsgerat hierfur angegeben werden, 

terlage 2 eines Leiterrahmens durch ein Haftmittel 3 die eine Zwischenflachenisolation und RiBbildung zu 

festgelegt ist Die Kissen des Halbleiterchips 1 sind elek- verhindern vermogen, indem ein Chip, der in einem 

trisch mit Innenieitern 4a des Leiterrahmens durch 20 Halbleiterbauteil angeordnet ist, eine Unterlage eines 

Drahte 5 verbunden. Danach werden die oben beschrie- Leiterrahmens, ein Draht und eine Bondpaste mittels 

benen Elemente dicht durch ein Formharz eingekapselt, eines polyimidartigen Materials beschichtet werden, um 

und AuBenleiter 4b werden in eine gewunschte Gestalt das Beschichtungsmaterial als ein Puff erglied wirken zu 

gebracht lassen. 

Bei dem herkdmmlichen w Leiter-auf-Chip w -(auch 25 Zur Losung dieser Aufgabe schafft die vorliegende 

LOC-)Bauteil, wie dieses in Fig. 2 gezeigt ist, sind Innen- Erfindung insbesondere ein Verfahren gemaB dem Pa- 

leiter 13a direkt auf der Oberseite des Halbleiterchips tentanspruch 1, ein riBfestes Halbleiterbauteil gemaB 

11 durch ein doppelseitiges Haftisolierband 12 ange- dem Patentanspruch 13 sowie ein Herstellungsgerat fur 

bracht und elektrisch mit in der Mitte des Halbleiter- ein riBfestes Halbleiterbauteil gemaB dem Patentan- 

chips 11 vorgesehenen (nicht gezeigten) Chipkissen 30 spruchl9. 

durch Drahte 14 verbunden. Der Chip 1 1, die Innenleiter Vorteilhaf te Weiterbildungen der Erfindung ergeben 

13a und die Drahte 14 sind durch ein Formharz 15 ein- sich aus den Unteranspriichen. 

gekapselt, und die AuBenleiter 13b sind in eine ge- Die Erfindung erm6glicht also ein Halbleiterbauteil- 

wiinschte Gestalt gemaB den Anforderungen eines End- Herstellungsverfahren zum Verhindern einer RiBbil- 

verbrauchers gebracht 35 dung, das die folgenden Schritte umfaBt: Anbringen ei- 

Jedoch haben die oben beschriebenen Halbleiterbau- nes Halbleiterchips auf einem Kissen, eiektrisches Ver- 

teile Nachteile, die darin bestehen, daB eine Zwischen- binden des Halbleiterchips und von Leitern, Herstellen 

flachenisolation und eine RiBbildungserscheinung auf- eines Beschichtungsfilmes auf den Oberflachen des 

grund einer Fehlanpassung des Warmeausdehnungsko- Halbleiterchips und der Leiter und Formen bzw. Ein- 

effizienten zwischen den verschiedenen Materialien an 40 pressen des Halbleiterchips, der Leiter und des Be- 

der Zwischenfiache zwischen dem Chip 1 und der Un- schichtungsfilmes. 

terlage und an der Zwischenflache zwischen der Unter- Zur Losung obiger Aufgabe ist auch ein Halbleiter- 

lage 2 und/oder dem Chip 1, 11 und den Formharzen 6 bauteil-Herstellungsgerat zum Verhindern einer RiBbil- 

und 15 auftreten kdnnea Zusatzlich treten derartige dung vorgesehen, das aufweist: Ein Heizglied zum Ab- 

Zwischenflachenisolationen und Risse umsomehr ge- 45 strahlen von Warme, ein Bewegungsglied zum Bewegen 

maB der Zeitdauer der Herstellungsprozesse in Erschei- des Heizgliedes und ein Steuerglied zum Steuern des 

nung, um so die Zuverlassigkeit der Vorrichtung herab- Ein/Aus-Betriebes des Heizgliedes und der Bewegung 

zusetzen. des Bewegungsgliedes. 

Um daher die obigen Probleme zu Uberwinden, wur- Ein verbessertes riBfestes Halbleiterbauteil sowie ein 

den zahlreiche Untersuchungen vorgenommen. Unter 50 Herstellungsverfahren und ein Herstellungsgerat hier- 

diesen Untersuchungen wurde ein Verfahren zum Stei- fur konnen die Zwischenflachenisolation und Risse ver- 

gern der Stabilitat und des Haftvermdgens des Form- hindern, indem ein in einem Halbleiterbauteil angeord- 

harz-Umhailungsmaterials industriell eingefuhrt Zu- neter Chip, eine Unterlage eines Leiterrahmens, Bond- 

satzlich wurde gemaB der US-A-5434 106 ein Verfah- drahte und eine Bondpaste mittels eines Polyimid-Typ- 

ren zum Beschichten eines Aminopropyltriethoxysilan- 55 Materials beschichtet werden, damit das Beschichtungs- 

Filmes auf eine inaktive Oberfiache des Halbleiterchips, material als ein Pufferglied wirkt, wobei die folgenden 

bei der keine Schaltungsanordnung gebildet ist, erwo- Schritte vorgesehen sind: Anbringen eines Halbleiter- 

& en - chips auf der Unterlage, eiektrisches Verbinden des 

Jedoch gibt es eine Grenze im Steigern der Stabilitat Halbleiterchips und der Leiter, Ausbilden eines Be- 

des Formharzes. Zusatzhch kann es mit steigernder 60 scmchtungsFilmes auf den Oberflachen des Halbleiter- 

Harte leichter brechen. Im Fall der Steigerung des Haft- chips und der Leiter und Formen bzw. Einpressen des 

vermogens des Formharzes ist es unmdglich, das Form- Halbleiterchips, der Leiter und des Beschichtungsfilmes. 

bauteil genau und sauber auszuwerfen, zahlreiche Grate Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeich- 

konnen auftreten, und das Haftvermogen der Grate ist nungen naher erlautert Es zeigen: 

gesteigert, was ein Entgraten schwierig macht 55 Fig. 1 eine Schnittdarstellung eines herkdmmlichen 

Zusatzlich ist gemaB dem obigen US : Patent das Ver- Halbleiterbauteiles, 

fahren zum Beschichten des unteren Teiles des Halblei- Fig. 2 eine Schnittdarstellune, die ein herkommliches 

terchips des LOC-Typ-Bauteiles auf lediglich eine Ober- Uiter-auf-Chip- (LOC-) Typ-HaibleiterbauteU veran- 
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schaulicht, 

Fig. 3A bis 3D Schnhtdarstellungen, die ein Herstel- 
lungsverfahren fur ein Halbleiterbauteii gemaB der vor- 
liegenden Erfindung veranschaulichen. 

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines Be- 
schichtungsgerates fur ein Halbleiterbauteii gemaB der 
vorliegenden Erfindung und 

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines Har- 
tungsgerates far ein Halbleiterbauteii gemaB der vorlie- 
genden Erfindung. 

Das Halbleiterbauteil-Herstellungsverfahren und 
-Herstellungsgerat gemaB der vorliegenden Erfindung 
werden nunmehr anhand der beigefugten Zeichnungen 
eriautert 

Zunachst wird die Herstellung eines riBfesten bzw. 
riB- widerstandsfahigen Halbleiterbauteiles anhand der 
Fig. 3A bis 3D beschrieben. 

Wie in Fig. 3A gezeigt ist, wird ein Halbleiterchip 23 
auf der Oberseite einer Unterlage 21 eines Leiterrah- 
mens angebracht, und der Halbleiterchip 23 sowie In- 
nenleiter 25 werden elektrisch mittels leitender Drahte 

24 verbunden. 

Wie in der Fig. 3B gezeigt ist, wird eine Beschich- 
tungsflussigkeit, die aus einem Polyimid-Voriaufer her- 
gestellt ist, welcher ein Selbsthaftungs-Fordertyp-Mate- 
rial enthalt, uber die gesamten Oberflachen des Halblei- 
terchips 23, der Unterlage 21 des Leiterrahmens, der 
Innenleiter 25 und der Drahte 24 gespruht, so daB ein 
Beschichtungsfilm 26 einer niedrigen Dichte und in ei- 
nem fhissigen Zustand darauf geschichtet wird. Zusatz- 
lich wird, wie in der Fig. 3C gezeigt ist, der Beschich- 
tungsfilm 26, der in dem BeschichtungsprozeB erzeugt 
ist, gehartet Der HartungsprozeB wird mittels einer In- 
frarotlampe durchgefuhrt, so daB der Beschichtungsfilm 

25 unter der Strahlungswarme 28 von starken Infrarot- 
strahlen gehartet werden kann. 

Nach Beendigung des obigen Hartungsprozesses 
werden, wie in Fig. 3D gezeigt ist, der Halbleiterchip 23, 
die Unterlage 21, die Innenleiter 25 und die Drahte 24 
dicht durch ein Formharz 29 eingekapselt, um einen in 
gewiinschter Weise gestalteten Kdrper zu bilden. Da- 
nach wird ein Halbleiterbauteii durch einen Trimmpro- 
zeB, bei dem unndtige Teile entfernt oder abgeschnitten 
werden, und einen GestaltungsprozeB, bei dem die Ge- 
stalt der AuBenleiter 30 gebildet wird, hergestellt 

Bei dem BeschichtungsprozeB betragt die Dicke des 
Beschichtungsfilms 26 vorzugsweise 2 bis 30ujn, die 
Viskositat der Beschichtungsflussigkeit 27 betragt 10 bis 
20 Poise, die Hartungstemperatur betragt 300 bis 450° C, 
und die Hartungszeit wird auf 40 bis 120 sec. eingestellt 
Die Beschichtungsflussigkeit besteht aus einem Poly- 
imid-Voriaufer, der Selbsthaftungs-Fordertyp-Material 
enthalt Zusatzlich ist die Infrarotlampe des fur den Har- 
tungsprozeB verwendeten Hartungsgerates aufwarts, 
abwarts, vorwarts, rQckwarts, nach links und nach rechts 
beweglich. Die Infrarotlampe ist angeordnet, wo die 
Temperatur der Heizzone ein Maximum von 500° C von 
dem maximalen Abstand zwischen dem beschichteten 
Teil und der Infrarotlampe aushait 

AuBerdem ist die Herstellung des Beschichtungsfil- 
mes 26 nicht auf das Verfahren zum Verspruhen der 
Beschichtungsflussigkeit 27 begrenzt Insbesondere 
kann ein Verfahren zum Eintauchen des Beschichtungs- 
filmes 26 in einen Behalter, in welchem die Beschich- 
tungsflussigkeit 27 enthalten ist, oder ein Verfahren zum 
Ablagern oder Auftragen der Beschichtungsflussigkeit 
verwendet werden. Als Material f Or den Beschichtungs- 
film 26 kann entweder ein Polyimid oder ein Epoxyd 



oder Teflon (TM) verwendet werden. 

Das Halbleiterbauteii, das gemaB dem Halbleiterbau- 
teil-Herstellungsverfahren der vorliegenden Erfindung 
hergestellt ist, wie dieses in Fig. 3D veranschaulicht ist, 
5 umfaBt die Unterlage 21, den Halbleiterchip 23, der auf 
der Unterlage 21 angebracht ist, die Leiter 25 zum 
Obertragen elektrischer Signale zu und von der AuBen- 
seite, die leitetiden Drahte 24 zum elektrischen Verbin- 
den zwischen dem Halbleiterchip 23 und den Leitern 25, 

io den Beschichtungsfilm 26, der auf den Oberflachen des 
Halbleiterchips 23, der Leiter 25 und der Drahte 24 
ausgebildet ist, und das Formharz 29, das den Halblei- 
terchip 23, die Drahte 24, die Leiter 25 und den Be- 
schichtungsfilm 26 umgieBt 

15 Im folgenden wird das Herstellungsgerat fur das 
Halbleiterbauteii gemaB der vorliegenden Erfindung 
anhand der Fig. 4 und 5 naher erlautert 

Fig. 4 zeigt ein Beschichtungsgerat unter den Herstel- 
lungsgeraten des Halbleiterbauteiles gemaB der Erfin- 

20 dung. Wie darin gezeigt ist, sind ein Druckbehaiter 41 
zum Aufbewahren eines Beschichtungsmaterials im 
flussigen Zustand und zum Einwirken eines konstanten 
Druckes fur ein Verspruhen der Beschichtungsflttssig- 
keit und eine Vielzahl von Spruhgliedern vorgesehen, 

25 die mit dem Druckbehaiter 41 in Verbindung stehen. 
Fig. 5 zeigt ein Hartungsgerat unter den Herstel- 
lungsgeraten des Halbleiterbauteiles gemaB der vorlie- 
genden Erfindung. Wie hier gezeigt ist, sind mehrere 
Infrarotlampen 51 vorgesehen. Die Infrarotlampen 51 

30 sind in einem Lampenkorper 52 angeordnet Zusatzlich 
bilden die Infrarotlampen 51 und der Lampenkorper 52 
ein Heizglied zum Einstrahlen von starker Infrarot- 
Strahlungswarme. 
Der Lampenkorper 52 ist schalenfdrmig, um darin die 

35 Lampen 51 aufzunehmen. Wenn die Lampen 51 einge- 
schaltet sind, werden Licht und Warme in eine vorbe- 
stimmte Richtung fokussiert und Qbertragen. Der Lam- 
penkorper 52 umfaBt ein Lampengehause 52a zum Auf- 
nehmen der Lampen 51 und eine Fuhrungsschiene 52b 

40 zum Leiten des Gehauses 52a in einer durch einen Zwei- 
richtungspfeil in der Zeichnung angedeuteten Rich- 
tung. 

Ein Ende einer Bewegungsweile 53 ist vertikal an der 
Oberseite des Lampenkorpers 52 festgelegt und ein an- 

45 deres Ende der Bewegungsweile 53 ist in ein Ende einer 
Befestigungswelle 54 eingefiihrt, wobei die Bewegungs- 
weile 53 teleskopartig zu dem Innen teil der f esten Welle 
52 verschiebbar ist Ein anderes Ende der festgelegten 
Welle 54 ist an einem Steuerglied 55 angebracht 

so Die Bewegungsweile 53 und die feste Welle 54 umfas- 
sen ein Bewegungsglied, das dazu dient, das Heizglied in 
einer durch den Zweirichtungspfeil in den Zeich- 
nungen angedeuteten vorbestimmten Richtung gemaB 
einem Steuersignal des Steuergliedes 55 zu verfahren. 

55 Das Steuerglied 55 ist elektrisch mit dem Lampenge- 
hause 52a verbunden, in welchem die Lampen 51 ange- 
ordnet sind, und steuert den Ein/Aus-Betrieb der Lam- 
pen 51 und die Bewegung des Lampengehauses 52a 
sowie der Bewegungsweile 53. Eine Signaleingabeein- 

60 heit 55a ist in dem Steuerglied 55 vorgesehen, um darin 
ein Befehlssignal einzugeben, beispielsweise ein Bewe- 
gungsbefehlssignal der Bewegungsweile 53 und des 
Lampengehauses 52a oder ein Ein/Aus-Befehlssignal 
der Lampen 51. 

65 Die Ausfuhrung des Halbleiterbauteiles und das erfin- 
dungsgemafle Herstellungsverfahren sowie das erfln- 
dungsgemaBe Herstellungsgerat hiervon werden im fol- 
genden naher erlautert 
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Zunachst wird der Halbleiterchip 23 auf der Unterla- 
ge 21 des Leiterrahmens unter Verwendung des Haft- 
mittels 22 angebracht Der Halbleiterchip 23 und die 
Innenleiter 25 werden durch Drahte 24 gebondet und zu 
dem BeschichtungsprozeBbereich ubertragen, in wel- 5 
chem das Beschichtungsgerat mit dem Druckbehaiter 
41 und dem Spruhglied 42 angeordnet ist Die in dem 
Druckbehaiter 41 aufbewahrte BeschichtungsflQssigkeit 
27 wird auf die Oberflachen des Halbleiterchips 23, der 
Unterlage 41, der Drahte 42 und der Innenleiter 25 uber 10 
die SprQhglieder 42 gesprQht, und dadurch wird ein Be- 
schichtungsfilm 26 gebildet Der Beschichtungsfilm 26 
hat eine Dicke von etwa 2 bis 30 ujtl 

Danach wird die so beschichtete Anordnung zu dem 
HartungsprozeBbereich Qbertragen. Hier wird der Ab- 15 
stand zwischen der Lampe 51 und dem Beschichtungs- 
film 26 so eingestellt, daB die Warmemenge justiert ist, 
die auf den Beschichtungsfilm 26 einwirkt Der Lampen- 
korper 52 ist eingestellt, um die Temperatur der auf den 
Beschichtungsfilm 26 einwirkenden Infrarotstrahlen 20 
Qber den Hochstwert von 500°C anzuheben, indem die 
Lage der Bewegungswelle 53 durch Ansteuern des 
Steuergerates 55 gesteuert wird. Zu dieser Zeit wird die 
Lage des Lampengehauses 52a zusammen eingestellt, so 
daB die Warme der durch die Lampe 51 erzeugten Infra- 25 
rotstrahlen ohne weiteres auf den Beschichtungsfilm 26 
einwirken kann. 

Die Ursache fur das Einstellen der Temperatur der 
Warme, die auf den Beschichtungsfilm 26 einwirkt, aber 
den Hochstwert von 500° C liegt darin, daB die Spitzen- 30 
temperatur wahrend des Chip-Befestigungsprozesses 
etwa 400°C aufgrund der Eigenschaften von jedem Ma- 
terial beruht, und die Temperatur wahrend des Draht- 
bondprozesses hat einen Wert von etwa 250° C Wenn 
insbesondere wahrend des Hartungsprozesses des Be- 35 
schichtungsfilmes 26 eine Temperatur fiber etwa 500° C 
auf den Halbleiterchip 23 oder das Haftmittel 22 ein- 
wirkt, konnen Fehler der Vorrichtung aufgrund der De- 
formation der Materialien auftreten, die durch die dort 
einwirkende hohe Temperatur hervorgerufen sein kann. 40 
Wenn zusatzlich die Temperatur der Warme, die auf 
den Beschichtungsfilm 26 einwirkt, zu niedrig ist, ist es 
unmoglich, genau den HartungsprozeB aufgrund der 
physikalischen Eigenschaften des Materials durchzufQh- 



ren. 
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Wie oben beschrieben ist, ist die vorliegende Erfin- 
dung auf das Herstellen eines Beschichtungsfilmes 
durch Spruhen der BeschichtungsflQssigkeit, die aus ei- 
nem polyimidartigen Material hergestellt ist, auf die 
Oberflachen des Halbleiterchips, der Unterlage des Lei- 50 
terrahmens, der Drahte und das Haftmittel nach Durch- 
fuhren des Draht-Bondprozesses gerichtet Zusatzlich 
dient der Beschichtungsfilm als ein physikalischer und 
thermischer Puffer und absorbiert die mechanische 

Spannung, die Veranlassung zu der Zwischenflacheniso- 55 
lation und RiBbildung aufgrund des Warmeausdeh- 
nungsunterschiedes zwischen den Materialien der in 
dem Bauteil angeordneten Elemente gibt, um so die 
Zuverlassigkeit des endgultig hergesteilten Halbleiter- 
bauteiles zu steigern. ^ 

PatentansprQche 

1. Verfahren zum Herstellen eines riBfesten Halb- 
leiterbauteiles, umfassend die folgenden Schritte: 65 
Anbringen eines Halbleiterchips (23) auf einer Un- 
terlage (21) eines Leiterrahmens, 
elektrisches Verbinden des Halbleiterchips (23) und 



von Innenleitern (25) des Leiterrahmens, 

Bilden eines Beschichtungsfilmes (26) auf den 

Oberflachen des Halbleiterchips (23) und der Leiter 

(25) und 

Einformen des Halbleiterchips (23), der Leiter (25) 
und des Beschichtungsfilmes (26) in eine Umhul- 
lung(29). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Bildung des Beschichtungsfilmes 

(26) durch Spruhen einer BeschichtungsflQssigkeit 
durchgefQhrt wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Bildung des Beschichtungsfilmes 
(26) durch Eintauchen in eine Beschichtungsflussig- 
keit durchgeffihrt wird 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Bildung des Beschichtungsfilmes 
(26) durch einen AblagerungsprozeB durchgefQhrt 
wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Beschichtungs- 
film (26) durch ein polyimidartiges Material gebil- 
det wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Viskositat der Beschich- 
tungsflussigkeit 5 bis 20 Poise betrSgt 

7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach dem SprGhen der Beschich- 
tungsflQssigkeit weiterhin ein HartungsprozeB 
durchgefQhrt wird 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der HartungsprozeB mittels Warme 
ausgefuhrtwird 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Warme durch Infrarotstrahlen er- 
zeugtwird 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Temperatur wahrend des 
Hartungsprozesses zwischen 100 und 500° C liegt 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der HartungsprozeB 
fur 5 bis 180 sea durchgefQhrt wird 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Herstellungspro- 
zeB des Beschichtungsfilmes (26) nach dem Schritt 
des Anbringens des Halbleiterchips (23) vorgenom- 
men wird 

13. RiBfestes Halbleiterbauteil, umfassend: 
Einen Halbleiterchip (23), 

Leiter (25) zum Obertragen eines elektrischen Si- 
gnales zu und von der AuBenseite, 
leitende Drahte (24) zum elektrischen Verbinden 
des Halbleiterchips (23) und der Leiter (25), 
einen Beschichtungsfilm (26), der auf wenigstens 
den Oberflachen des Halbleiterchips (23) und der 
Leiter (25) ausgebildet ist und 
ein Formharz (29) zum Einformen des Halbleiter- 
chips (23), der Drahte (24) und des Beschichtungsfil- 
mes (26). 

14. Halbleiterbauteil nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Beschichtungsfilm (26) aus 
einem polyimidartigen Material hergestellt ist 

15. Halbleiterbauteil nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Beschichtungsfilm (26) aus 
einem epoxyartigen Material hergestellt ist 

16. Halbleiterbauteil nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Beschichtungsfilm (26) aus 
einem teflonartigen Material hergestellt ist 
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17. Halbleiterbauteil nach einem der Anspruche 13 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB der Beschich- 
tungsfilm (26) bis zu einer Oberflache der DrShte 
(24)ausgebildetist 

18. Halbleiterbauteil nach einem der Anspruche 13 5 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB der Beschich- 
tungsfilm (26) eine Dicke von 2 bis 100 urn hat 

19. Herstellungsgerat fur riBfestes Halbleiterbau- 
teil, umfassend: 

Eine Beschichtungsvorrichtung mit einem Druck- 10 
behalter (41) zum Aufbewahren eines Beschich- 
tungsmaterials im flussigen Zustand und Liefern ei- 
nes vorbestimmten Druckpegels dorthin, wobei ei- 
ne Vielzahl von Spruheinrichtungen (42) in dem 
Druckbehalter (41) angeordnet ist, 15 
eine Heizeinrichtung (52) zum Einstrahlen einer 
vorbestimmten Warmemenge, 
eine Bewegungseinrichtung (53) zum Verfahren der 
Heizeinrichtung (52) und 

eine Steuereinrichtung (55) zum Steuern des Be- 20 
triebes der Heizeinrichtung (52) und der Bewegung 
der Bewegungseinrichtung (53). 

20. Herstellungsgerat nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Heizeinrichtung (52) eine 
Vielzahl von Infrarotlampen (51) und einen Lam- 25 
penkorper aufweist, in dem die Infrarotlampen (51 
angeordnet sind. 

21. Herstellungsgerat nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Lampenkdrper ein Lam- 
pengeh&use (52a) zur Aufnahme der Lampen (51) 30 
und eine Fuhrungsschiene (52b) zum Leiten der Be- 
wegung des Lampengehauses (52a) aufweist 

22. Herstellungsgerat nach einem der Anspruche 19 
bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB die Bewe- 
gungseinrichtung (53) eine feste Welle (54), von der 35 
ein Ende an der Steuereinrichtung (55) festgelegt 
ist, und eine bewegliche Welle (53), von der ein 
Ende in die feste Welle (54) eingefQhrt ist und von 
der ein anderes Ende an einer Oberseite des Lam- 
penkdrpers (52) der Heizeinrichtung festgelegt ist, 40 
aufweist 

23. Herstellungsgerat nach einem der Anspruche 19 
bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuerein- 
richtung (55) eine Signaleingabeeinheit aufweist, 
urn darin ein Bewegungsbefehlssignal der sich be- 45 
wegenden Welle (53) und des Lampengehauses 
(52a) sowie ein Ein/Aus-Befehlssignal der Lampe 
(51) einzugeben. 

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen so 
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